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Problema 1

Considere o circuito da figura 1 em que o transistor ¢ um Mosfet canal N de fortalecimento

caracterizado por Vt=1V e unCox=20uA.V~> ¢ W/L=10.

Tenha em ateng@o que na zona de saturagdo se tem
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< 5 a)Determine o valor da corrente Ip
Bl 2 b) Determine o valor de Vpg
1 ¢) Suponha que substitui a resisténcia R1 por uma

M |_'—.__ resisténcia de 12K. Determine os valores de Ip e Vpg €
— indique, justificadamente, a zona de funcionamento do

W = transistor.
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Problema 2

Considere o circuito da figura 2 em que o transistor ¢ um Mosfet canal N de fortalecimento
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Problema 3
Na figura 3 encontra-se representado

g

caracterizado por V=1V e unCox=50pA.V= ¢ W/L=10.
Tenha em ateng@o que na zona de saturagdo se tem

1 w
Ip =E‘un'cox7(VGS _Vz)2

a) Tendo em atengdo que se pretende Vd=0V determine
o valor da corrente de dreno, 1d.

b) Para o Valor de Id determine o valor de Vgs

¢) Dimensione a resisténcia Rs

Figura 2

um circuito em que o MOSFET ¢ caracterizado por Vt=2V e
unCox=50uA.V?> e W/L=10.

a) Determine o valor da corrente Ip

b) Determine o valor maximo de R1 para que o transistor
se mantenha em saturacao.

¢) Se pretendesse ter uma corrente de 2mA indique que
novo valor de resisténcia R2 deveria usar

figura 3
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Problema 4

Considere o circuito representado na figura 4, em que 0 MOSFET ¢ caracterizado por unCox=20uAV~
e tem um comprimento L=2um e Vt=.5V

Pretende-se que a tensdo de saida seja igual a 4V.

a Dimensione a resisténcia Rp

b) Sendo R1=R2, indique qual o valor que deve escolher
para a largura do transistor, de forma que Vs=1.5V

¢) Qual o maximo valor de Rp que pode usar de forma a
garantir que o transistor sem mantém saturado?

figura 4

Problema 5
Com o circuito representado na figura 5, pretende-se implementar um divisor de tens@o. Considerando
uma corrente Ip=90uA e os MOSFET sd3o caracterizados por
@ Y unCox=20uAV~? e V=1V, determine a razio W/L para cada transistor
] de forma a que se observe V1=+1V e V2=-1V.
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figura 5

Problema 6
Do circuito representado na figura 6, sabe-se que os MOSFET sdo caracterizados por

unCox*W/L=1mAV~e [V|=1V, determine o Valor de Vo..
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figura 6
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